
등록특허 10-0380892

 
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl. 7

G02F 1/136
(45) 공고일자
(11) 등록번호
(24) 등록일자

2003년04월18일
10-0380892
2003년04월07일

(21) 출원번호 10-2000-0044849 (65) 공개번호 특2001-0021188
(22) 출원일자 2000년08월02일 (43) 공개일자 2001년03월15일

(30) 우선권주장 11-221055 1999년08월04일 일본(JP)

(73) 특허권자 샤프 가부시키가이샤
일본 오사까후 오사까시 아베노꾸 나가이께쪼 22방 22고

(72) 발명자 우에다토루
일본국히로시마켄후쿠야마시카스가초6-12-13
히가미요시노리
일본국히로시마켄후쿠야마시타지메초5-7-8

(74) 대리인 백덕열
이태희

심사관 : 임동재

(54) 투과형 액정 표시 장치

요약

    
투과형 액정 표시 장치에서, 반도체 박막은 차광 재료로 이루어지는 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 
리드 전극의 하측에 절연막을 통해 화소마다 형성된다. 상기 신호 배선의 하측 및 게이트 배선 하측의 반도체 박막에 속
하는 영역은 TFT의 채널 영역으로 된다. 신호 배선의 하측 및 채널 영역 양측에 위치하는 반도체 박막에 속하는 영역
은 각각 TFT의 소스 영역 및 드레인 영역으로 된다. 또한, 상기 보조 커패시턴스 배선 하측에 위치하는 반도체 박막에 
속하는 영역은 보조 커패시턴스 전극 영역으로 된다. 상기 TFT는 투과형 액정 표시 장치의 개구율을 손상하지 않고 간
소한 구성으로 효과적으로 차광할 수 있고, 투과형 액정 표시 장치를 짧은 공정을 통해 고수율 및 저비용으로 제조할 수 
있다.
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대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예 1의 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 평면도.

도 2a 내지 도 2d는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타내는 도면.

도 3a 내지 도 3d는 도 1의 Ⅲ-Ⅲ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타내는 도면.

도 4는 본 발명의 실시예 2의 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 평면도.

도 5a 내지 도 5c는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타내는 도면.

도 6a 내지 도 6c는 도 4의 Ⅵ-Ⅵ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타내는 도면.

도 7은 개구부 및 돌출부를 설명하는 도면.

도 8은 종래의 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 단면도.

도 9는 종래의 다른 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 단면도.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 투과형 액정 표시 장치에 관한 것이다.

종래, 투과형 액정 표시 장치의 고세밀화에 따라 스위칭 소자인 박막 트랜지스터의 광전류에 의한 오동작 및 반도체층
에서 누출광에 의한 콘트라스트 저하를 방지하기 위해 투과형 액정 표시 장치의 개구율을 손상하지 않고 효과적으로 차
광하는 다양한 구조가 제안되어 있다.

전형적인 투과형 액정 표시 장치는 도 8에 나타낸 장치이다(일본 특허 공개 제9-43639호). 이 투과형 액정 표시 장치
는 도 8에 나타낸 바와 같이 소정의 간극을 두고 서로 접합된 투명 구동 기판(101) 및 대향 기판(121)으로 이루어지
고, 그 간극에 액정(120)이 고정되어 있다.

    
상기 대향 기판(121)은 액정 표시 장치의 입사측에 위치하고, 대향 전극(122)은 상기 구동 기판(101)측에 제공되어 
있다. 또한, 상기 구동 기판(101)은 출사측에 위치하고, 상기 구동 기판(101)상에 화소 전극(115)과 스위칭 소자(l0
3)를 구성 단위로 하는 화소의 집합 및 개개의 화소 비개구부를 입사측에 입사하는 빛으로부터 차광하는 블랙 매트릭스
를 갖는다. 상기 블랙 매트릭스는 마스크 차광 패턴(112), 패드 차광 패턴(13)의 2층으로 이루어지고, 이들은 패턴화
되어 서로 겹쳐져 상보적으로 입사광을 차폐한다. 예컨대, 상층은 티탄(Ti)을, 하층은 알루미늄(Al)을 사용한다.
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상기 구동 기판(101)은 상층, 중간층 및 하층으로 구성되어 있다. 상층은 화소 전극(115)을 포함한다. 하층은 개개의 
화소 전극(115)을 구동하는 스위칭 소자(103), 스위칭 소자(103)의 행을 스캔하는 게이트 배선(도시하지 않음) 및 
각 열의 스위칭 소자(103)에 소정의 화상 신호를 공급하는 신호 배선(도시하지 않음)을 포함한다.

    
상기 스위칭 소자(103)는 다결정실리콘 등으로 이루어지는 반도체 박막(102)을 활성층으로 하는 박막 트랜지스터(이
하, TFT라고 칭함)로 구성된다. 트랜지스터 위에 게이트 절연막(104)을 통해 게이트 전극(105)이 형성된다. 상기 게
이트 전극(105)은 게이트 배선에 연속된다. 또한, 상기 스위칭 소자(103)인 TFT는 게이트 전극(105)의 양측에 소스 
영역 및 드레인 영역을 갖는다. 상기 반도체 박막(102)의 소스 영역에는 하나의 리드 전극(109)이 접속되고, 그 리드 
전극(109)은 신호 배선(도시하지 않음)에 연속된다. 또한, 상기 반도체 박막(l02)의 드레인 영역에는 다른 리드 전극
(110)이 접속된다.
    

또한, 상기 반도체 박막(102)은 보조 커패시턴스도 제공되어 있다. 이 보조 커패시턴스는 전극으로서 제공된 반도체 
박막(102) 및 절연막(106)을 통해 다른 전극으로서 제공된 보조 커패시턴스 배선(107)을 포함한다. 상기 게이트 전
극(105), 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선(107)은 동일층으로 이루어지고, 제 1 층간절연막(108)에 의해 리드 전
극(109,110)으로부터 절연되어 있다.

    
그리고, 중간층에는 2분할된 차광 패턴(112,113)이 있다. 하나의 차광 패턴(112)은 화소의 행방향을 따라 연속적으
로 패터닝되어 적어도 부분적으로 스위칭 소자(103)를 차광하고, 제 2 층간절연막(111) 및 평탄화막(l14)에 의해 수
직으로 고정되어 하층 및 상층으로부터 절연되어 있다. 다른 차광 패턴(113)은 이산적으로 패터닝되어 화소 전극(11
5)과 리드 전극(110)의 사이에 삽입됨으로써 차광뿐만 아니라 양 전극 사이의 전기적 접속을 양호하게 한다. 상기 리
드 전극(ll0)은 신호 배선과 동일층으로 형성되고, 반도체 박막(102)의 드레인 영역에 전기적으로 접속된다.
    

    
그런데, 상기 투과형 액정 표시 장치에서, 게이트 배선, 게이트 전극(105), 보조 커패시턴스 배선(107), 신호 배선 및 
리드 전극(109,110)은 금속이나 실리사이드를 사용하면 차광할 필요가 없다. 그러나, 반도체 박막(102)으로 구성되
는 TFT의 반도체층은 빛이 투과하기 때문에 완전히 차광해야 한다. 따라서, 상기 차광 패턴(112,113)에 의해 하층에
서 차광해야 할 영역을 완전히 차폐하기 위해서는 차광 패턴은 패터닝 공정을 통해 배열 및 선폭을 고려하여 차광해야 
할 영역(TFT의 반도체층) 외부를 돌출시켜 형성되야 한다. 이러한 돌출부의 면적분에 의해 개구율이 감소되므로 액정 
표시 장치의 광택이 떨어지는 문제가 있다.
    

또한, 차광 패턴의 성막 공정이 필요하기 때문에 공정이 길어지는 동시에 구조가 복잡하게 되어 수율 저하나 비용 상승
의 요인이 된다고 하는 문제가 있다. 구체적으로는 층간절연막, 차광 패턴 및 콘택트홀 형성 공정이 필요하다.

    
또한, 도 9는 종래의 다른 투과형 액정 표시 장치 요부의 단면도를 나타내고, 투광성 기판(201)상에 하층 절연막(203), 
TFT(204), 제 1 층간절연막(205), 게이트 전극(206), 보조 커패시턴스 배선(207), 신호 배선(208), 제 2 층간절연
막(209) 및 화소 전극(210)이 순차적으로 형성된다. 상기 투과형 액정 표시 장치는 도 9에서 상부로부터 빛이 입사하
여 하부로 출사한다. 출사측 광학계로부터 반사광 R1이 TFT(204)에 입사되고, 투과광이 투광성 기판(201)의 하측면
에서 반사하여 반사광 R2이 TFT(204)에 입사될 수 있다. 이 때문에 고세밀화에 따라 화소를 미세화함으로써 상기 반
사광 Rl, R2이 TFT에 입사하여 TFT 오프시 광 누설 전류가 생긴다고 하는 문제가 있다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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따라서, 본 발명의 목적은 개구율을 손상하지 않고 효과적으로 차광하며, 반사광 이면을 차폐함으로써 고세밀화가 가능
한 투과형 액정 표시 장치를 제공하는 것으로, 상기 장치는 간소한 구성을 갖고 짧은 공정을 통해 저비용 및 고수율로 
제조될 수 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명은 투광성 기판상에 게이트 배선; 상기 게이트 배선에 직교하는 신호 배선; 상기 게
이트 배선에 거의 평행하게 상기 신호 배선에 직교하는 보조 커패시턴스 배선; 상기 신호 배선에 소스 영역이나 드레인 
영역 중 하나가 접속된 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터의 소스 영역이나 드레인 영역 중 다른 하나가 리드 전극
을 통해 접속된 화소 전극을 포함하는 투과형 액정 표시 장치를 제공하며, 상기에서 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패
시턴스 배선 및 리드 전극이 차광 재료로 이루어지고, 반도체 박막이 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 
리드 전극의 하측에 절연막을 통해 상기 화소 전극마다 형성되며, 상기 신호 배선의 하측 및 상기 게이트 배선의 하측에 
위치하는 상기 반도체 박막 영역을 상기 박막 트랜지스터의 채널 영역으로 하고, 상기 신호 배선의 하측 및 상기 채널 
영역 양측에 위치하는 상기 반도체 박막 영역을 각각 상기 박막 트랜지스터의 소스 영역 및 드레인 영역으로 하며, 상기 
보조 커패시턴스 배선 하측에 위치하고 상기 반도체 박막에 속하는 영역을 보조 커패시턴스 전극 영역으로 한다.
    

    
본 발명의 투과형 액정 표시 장치에 의하면 상기 게이트 배선, 신호 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극은 차광 
재료로 형성된다. 따라서, 상기 신호 배선의 하측 및 게이트 배선 하측의 TFT 채널 영역은 입사광으로부터 차폐된다. 
신호 배선의 하측 채널 영역의 양측에 위치한 TFT의 소스 영역 및 드레인 영역도 입사광으로부터 차폐된다. 따라서, 
TFT는 입사광으로부터 전체적으로 차폐된다. 상기 게이트 배선, 신호 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극은 차
광 재료로 구성되어 있기 때문에 TFT 차광용 차광막을 형성할 필요가 없다. 이는 투과형 액정 표시 장치를 저비용 및 
고수율로 제조할 수 있게 한다. 또한, TFT의 차광은 간소한 구성으로 액정 표시의 개구율을 손상하지 않고 효과적으로 
실시할 수 있다.
    

또한, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극으로부터 돌출한 상기 
반도체 박막의 돌출부는 빛이 투과되는 개구부 면적에 대해 O.1 이하의 면적비를 갖는다.

상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 반도체 박막은 완전히 덮히는 것이 바람직하다. 그러나, 빛이 투
과되는 개구부에 상기 반도체 박막이 돌출하는 경우에도 상기 반도체 박막의 돌출부가 개구부 총면적의 l0%이하이면 
인간의 눈으로는 구별할 수 없다.

본 발명의 일 실시예에서, 상기 반도체 박막 중 적어도 박막 트랜지스터 채널 영역을 포함하는 영역을 덮도록 상기 반도
체 박막 하측 및 상기 투광성 기판상에 형성된 하층 차광막을 더 포함한다.

상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 반도체 박막 중 적어도 상기 TFT의 채널 영역, 소스 영역 및 드
레인 영역의 하층에 절연막을 통해 하층 차광막을 형성함으로써 TFT에 대한 이면 반사광을 차폐한다.

또한, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 게이트 배선과 상기 보조 커패시턴스 배선 사이의 영역을 덮도록 상기 투광성 기
판상에 형성된 하층 차광막을 갖는다.

상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 하층 차광막에 의해서 게이트 배선과 보조 커패시턴스 배선 사이
의 영역을 차광한다.

또한, 본 발명의 일 실시예에서, 투과형 액정 표시 장치는 상기 반도체 박막의 상기 소스 영역 또는 상기 드레인 영역 
중 하나를 상기 신호 배선에 접속하는 제 1 콘택트홀, 상기 반도체 박막의 상기 소스 영역 또는 상기 드레인 영역 중 다
른 하나를 상기 리드 전극에 접속하는 제 2 콘택트홀 및 상기 리드 전극을 상기 화소 전극에 접속하는 제 3 콘택트홀을 
포함하고,
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상기 신호 배선은 상기 제 1 콘택트홀, 상기 반도체 박막의 소스 영역, 채널영역, 드레인 영역 및 보조 커패시턴스 전극 
영역, 상기 제 2 콘택트홀, 상기 리드 전극, 상기 제 3 콘택트홀을 통해 상기 화소 전극에 전기적으로 접속된다.

    
상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 TFT를 온 하면, 상기 신호 배선의 전위가 상기 제 1 콘택트홀, 
상기 반도체 박막의 소스 영역, 채널 영역, 드레인 영역 및 보조 커패시턴스 전극 영역, 상기 제 2 콘택트홀, 상기 리드 
전극, 상기 제 3 콘택트홀을 통해 상기 화소 전극에 인가된다. 이어, 상기 화소 전극과 대향 전극(대향 기판측에 위치함) 
사이에 액정을 고정시킴으로써 형성되는 커패시턴스에 화소 전극의 전위가 유지되고, 상기 보조 커패시턴스 배선과 반
도체 박막의 보조 커패시턴스 전극 영역 사이에 유전체막으로서 절연막을 고정시켜 형성된 보조 커패시턴스에서 화소 
전극의 전위가 유지된다.
    

또한, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 게이트 전극 및 상기 보조 커패시턴스 배선은 동일 재료이다.

상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 게이트 배선 및 보조 커패시턴스 배선을 동일 재료로 형성함으로
써 게이트 배선 및 보조 커패시턴스 배선을 동일 공정을 통해 동일층에 형성할 수 있는 간소한 구성을 얻을 수 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 신호 배선과 상기 리드 전극은 동일 재료이다.

상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, 상기 신호 배선 및 리드 전극을 동일 재료로 형성함으로써 신호 배선 
및 리드 전극을 동일 공정을 통해 동일층에 형성할 수 있는 간소한 구성을 얻을 수 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예에서 상기 리드 전극은 주성분이 A1인 박막이고, 상기 리드 전극상에 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, T
i, W, Mo, TiW합금, WN, TiN 및 Ir, Cr, Co, Ta, Ti, W 및 Mo의 실리사이드층 중 적어도 하나의 층이 적층된 막층
이다.

    
상기 실시예의 투과형 액정 표시 장치에 의하면, A1을 주성분으로 하는 상기리드 전극상에 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, Ti, W, 
Mo, TiW합금, WN, TiN 및 Ir, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo의 실리사이드 중 적어도 하나의 물질을 포함하는 층을 적층한
다. 따라서, ITO(인듐주석산화물)과 같은 투명한 산화물로 이루어지는 화소 전극은 리드 전극의 Al 박막과 직접 접속
하지 않기 때문에 리드 전극과 화소 전극 사이의 계면에 A1 산화물이 형성되지 않고, 리드 전극과 화소 전극 사이에서 
양호한 전기적 접속을 얻을 수 있다.
    

이하, 본 발명은 예증으로서만 제공되고 본 발명을 한정하는 것이 아닌 이하의 상세한 설명과 첨부된 도면에 의해서 보
다 완전히 이해된다.

본 발명의 투과형 액정 표시 장치를 도면에 나타낸 구체예를 기초로 상세히 설명한다.

    
도 1은 본 발명의 실시예 1에 따른 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 평면도이다. 이 투과형 액정 표시 장치는 도 
1에 나타낸 바와 같이 투광성 기판(1)상에 서로 거의 평행하게 배치된 복수개의 게이트 배선(4)(도 1에서는 하나만 나
타냄), 상기 각 게이트 배선(4)에 직교하도록 서로 거의 평행하게 배치된 복수개의 신호 배선(7), 상기 각 게이트 배선
(4) 사이에 각 게이트 배선(4)에 거의 평행하게 배치된 복수개의 보조 커패시턴스 배선(5), 상기 각 신호 배선(7)에 
소스 영역(2b)이 접속된 복수개의 TFT(10), 상기 각 TFT(l0)의 드레인 영역(2c)이 리드 전극(17)을 통해 접속된 
복수개의 화소 전극(19)을 형성한다. 또한, 상기 보조 커패시턴스 배선(5)은 도 1에서 신호 배선(7)을 따라 하방으로 
연신하는 영역(5a)을 갖는다.
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또한, 상기 신호 배선(7), 게이트 배선(4), 보조 커패시턴스 배선(5) 및 리드 전극(17)은 차광 재료로 이루어진다. 신
호 배선(7), 게이트 배선(4), 보조 커패시턴스 배선(5) 및 리드 전극(l7) 하측 및 투광성 기판(1)상에 반도체 박막으
로서의 복수개 다결정실리콘막(2)을 화소마다 형성한다. 이어, 상기 신호 배선(7)의 하측 및 게이트 배선(4)의 하측에 
위치한 다결정실리콘막(2)에 속하는 영역을 TFT(l0)의 채널 영역(2a)으로 한다. 상기 채널 영역(2a)의 양측에 위치
한 다결정실리콘막(2)에 속하는 영역을 상기 TFT(l0)의 소스 영역(2b) 및 드레인 영역(2c)으로 한다. 또한, 상기 보
조 커패시턴스 배선(5) 하측에 위치한 다결정실리콘막(2)에 속하는 영역을 보조 커패시턴스 전극 영역(2d)으로 한다. 
상기 다결정실리콘막(2)의 채널 영역(2a), 소스 영역(2b) 및 드레인 영역(2c)은 신호 배선(7)과 게이트 배선(4)에 
의해 차광되어 다결정실리콘막(2)의 보조 커패시턴스 전극 영역(2d)은 보조 커패시턴스 배선(5) 및 신호 배선(7)에 
의해 차광된다.
    

또한, 상기 신호 배선(7)과 소스 영역(2b)은 제 1 콘택트홀(1l)을 통해 서로 접속한다. 드레인 영역(2c)에 연속된 보
조 커패시턴스 전극 영역(2d)과 리드 전극(17)은 제 2 콘택트홀(12)을 통해 서로 접속한다. 화소 전극(19)과 리드 전
극(17)은 제 3 콘택트홀(13)을 통해 서로 접속한다.

또한, 도 2a 내지 2d는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타내고, 도 3a 내지 3d는 도 1의 Ⅲ-Ⅲ선
으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타낸다. 이하, 도 2a 내지 및 도 3에 따라 상기 투과형 액정 표시 장치의 제조 방
법을 설명한다.

우선, 도 2a 내지 도 2d 및 도 3a 내지 도 3d에 나타낸 바와 같이 유리 또는 석영으로 이루어진 투광성 기판(1)상에 감
압 CVD법(화학증착법)에 의해 75㎚정도로 비정질 실리콘을 퇴적한다. 이어, N 2분위기에서 600℃, 24시간 가열처리
하여 다결정성실리콘으로 결정화하고, 아일랜드형으로 패터닝하여 다결정실리콘막(2)을 형성한다.

다음, 도 2b 및 도 3b에 나타낸 바와 같이 다결정실리콘막(2)상의 보조 커패시턴스 전극 영역(2d)에 인을 이온 주입한
다. 다음, 감압 CVD법에 의해 80㎚ 정도의 SiO 2를 성막하여 게이트 절연막(3)을 형성한다. 다음, 상기 게이트 절연막
(3)상에 게이트 배선(4)(게이트 전극부 4A를 포함), 보조 커패시턴스 배선(5)(보조 커패시턴스 전극부 5A를 포함)
을 동시에 형성한다. 상기 게이트 배선(4), 보조 커패시턴스 배선(5)은 다결정성실리콘막 및 WSi층의 적층으로 구성
되어 있다. 다결정실리콘막은 150㎚ 정도의 두께를 갖고 불순물로 도핑되어 있으며 WSi층은 다결정실리콘막상에 15
0㎚ 정도의 두께를 갖는다. 또, WSi/다결정실리콘의 적층구조 대신 Cr, W, Mo, Ta 및 Ti 등의 금속막 또는 그 금속의 
실리사이드막 또는 이들의 금속막이나 실리사이드막의 하측에 다결정실리콘을 갖는 적층구조(소위 폴리사이드)를 사용
해도 좋다. 또한, 후술하는 불순물 활성화 어닐링을 저온이나 레이저 등을 사용하여 국소적으로 실시하는 경우 A1를 주
성분으로 한 금속(AlSi, AlCu 또는 AlSiCu 등)을 사용할 수 있다.

다음, 도 2c 및 도 3c에 나타낸 바와 같이 다결정실리콘막(2)의 소스 영역(2b), 드레인 영역(2c)에 인을 이온주입한
다. 다음, 상압 CVD법에 의해 600㎚ 정도의 BPSG(붕소-인 실리케이트 유리)를 퇴적하고, 제 1 층간절연막(6)을 형
성한다. 그리고, 이온주입한 불순물의 활성화를 위한 가열 처리(950℃, 30분간) 후, 다결정실리콘막(2)에 달하는 콘택
트홀(1l, 12)을 각각 형성한다. 다음, 스퍼터링법으로 l50㎚/400㎚의 TiN/A1를 퇴적한 후 패터닝하여 신호 배선(7) 
리드 전극(17)을 형성한다. 여기서 신호 배선(7), 리드 전극(17)은 A1를 주성분으로 하는 것으로, AlSi, AlCu 및 A
lSiCu 등이다. A1의 대신 차광가능한 Cu, Cr, W, Mo, Ta 및 Ti 등의 금속막 또는 그 금속의 실리사이드막 또는 이들 
금속막, 실리사이드막의 하층에 다결정실리콘을 갖는 적층 구조여도 좋다. 또한, ITO (인듐주석산화물)의 화소 전극(
l9)과 A1의 리드 전극(17) 사이에 위치한 배리어 금속(l8)(A1과 적층됨)은 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo, TiW합
금, WN, TiN 및 Ir, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo의 실리사이드중 적어도 하나의 성분으로 이루어지는 층을 적층함으로써 
형성될 수 있다. 또한, 플라즈마 CVD법에 의해 6O0㎚ 정도의 SiO 2를 성막하여 제 2 층간절연막(9)을 형성한다. 이어, 
상기 제 2 층간절연막(9)상에 리드 전극(l7)에 달하는 콘택트홀(13)을 개구한다. 다음, 스퍼터링법에 의해 150㎚의 
ITO를 퇴적한 후 패터닝하여 화소 전극(19)을 형성한다.

이와 같이, 차광막으로서 차광 재료로 형성된 게이트 배선(4), 신호 배선(7), 보조 커패시턴스 배선(5) 및 리드 전극(
17)을 사용하여 간소한 구성으로 개구율을 손상하지 않고 효과적으로 차광할 수 있다. 또한, 차광막을 개별적으로 형성
하는 공정이 제거되어 제조 공정을 간소화 할 수 있기 때문에 고수율 및 저비용으로 투과형 액정 표시 장치를 제조할 수 
있다.
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또한, 상기 TFT(10)를 온 하면, 신호 배선(7)의 전위가 제 l 콘택트홀(1l), 반도체 박막(2)의 소스 영역(2a), 채널 
영역(2b), 드레인 영역(2c) 및 보조 커패시턴스 전극 영역(2d), 상기 제 2 콘택트홀(l2), 리드 전극(17), 제 3 콘택트
홀(13)을 통해 화소 전극(19)에 인가된다. 따라서, 화소 전극(19)과 대향 기판측에 위치한 대향 전극(도시하지 않음) 
사이에 액정을 고정시킴으로써 형성된 커패시턴스에 화소 전극(19)의 전위가 유지됨과 동시에, 보조 커패시턴스 배선
(5)과 반도체 박막(2)의 보조 커패시턴스 전극 영역(2d) 사이에 유전체막으로서 게이트 절연막(3)을 고정시킴으로써 
보조 커패시턴스에서 화소 전극(19)의 전위가 유지된다.
    

또한, 상기 게이트 배선(4) 및 보조 커패시턴스 배선(5)을 동일 재료로 형성함으로써 게이트 배선(4) 및 보조 커패시
턴스 배선(5)을 동일 공정을 통해 동일층에 형성할 수 있는 간소한 구성을 얻을 수 있다.

또한, 상기 신호 배선(7) 및 리드 전극(l7)을 동일 재료로 형성함으로써 신호 배선(7) 및 리드 전극(17)을 동일 공정
을 통해 동일층에 형성할 수 있는 간소한 구성을 얻을 수 있다.

또한, 상기 A1을 주성분으로 하는 리드 전극(l7)상에 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo, TiW합금, WN, TiN 및 Ir, C
r, Co, Ta, Ti, W, Mo의 실리사이드 중 적어도 하나의 성분을 함유하는 층을 적층함으로써 리드 전극(17)과 화소 전
극(19) 사이의 계면에 A1산화물이 형성되는 일이 없다. 따라서, 리드 전극(17)과 화소 전극(19) 사이에 양호한 전기
적 접속을 얻을 수 있다.

    
도 4는 본 발명의 실시예 2에 따른 투과형 액정 표시 장치의 모식적인 요부 평면도이다. 이 투과형 액정 표시 장치는 도 
4에 나타낸 바와 같이 투광성 기판(31)상에 서로 거의 평행하게 배치된 복수개의 게이트 배선(36)(도4에서는 하나만
을 나타냄), 상기 게이트 배선(36)에 직교하도록 서로 거의 평행하게 배치된 복수개의 신호 배선(39), 상기 각 게이트 
배선(36) 사이에 각 게이트 배선(36)과 거의 평행하게 배치된 복수개의 보조 커패시턴스 배선(37), 상기 각 신호 배
선(39)에 소스 영역(34b)이 접속된 복수개의 TFT(30), 상기 각 TFT(30)의 드레인 영역(34c)이 리드 전극(49)을 
통해 접속된 복수개의 화소 전극(59)을 형성한다. 또한, 상기 보조 커패시턴스 배선(37)은 도 4에서 신호 배선(39)을 
따라 하방으로 연신된 영역(37a)을 갖는다.
    

    
또한, 상기 신호 배선(39), 게이트 배선(36), 보조 커패시턴스 배선(37) 및 리드 전극(49)은 차광 재료로 이루어진다. 
신호 배선(39), 게이트 배선(36), 보조 커패시턴스 배선(37) 및 리드 전극(49) 하측 및 투광성 기판(3l)상에 반도체 
박막으로서 복수개의 다결정실리콘막(34)을 화소마다 각각 형성한다. 이어, 상기 신호 배선(39)의 하측 및 게이트 배
선(36)의 하측에 위치한 다결정실리콘막(34)을 TFT(30)의 채널 영역(34a)으로 하고, 다결정실리콘막(34)에 속하
고 채널 영역의 양측에 위치한 영역을 TFT(30)의 소스 영역(34b), 드레인 영역(34c)으로 한다. 상기 보조 커패시턴
스 배선(37)의 하측에 위치하고 다결정실리콘막(34)에 속하는 영역을 보조 커패시턴스 전극 영역(34d)으로 한다. 상
기 다결정실리콘막(34)의 채널 영역(34a), 소스 영역(34b) 및 드레인 영역(34c)은 신호 배선(39)과 게이트 배선(3
6)에 의해 차광되어 다결정실리콘막(34)의 보조 커패시턴스 전극 영역(34d)이 보조 커패시턴스 배선(37)과 신호 배
선(39)에 의해 차광된다.
    

또한, 상기 신호 배선(39)과 소스 영역(34b)을 제 1 콘택트홀(51)을 통해 접속한다. 드레인 영역(34c)에 연속된 보
조 커패시턴스 전극 영역(34d)과 리드 전극(49)을 제 2 콘택트홀(52)을 통해 접속한다. 화소 전극(59)과 리드 전극
(49)을 제 3 콘택트홀(53)을 통해 서로 접속한다. 이어, 상기 각 TFT(30)의 하측 영역 및 게이트 배선(36)과 보조 
커패시턴스 배선(37) 사이의 하측 영역을 포함하는 하층 차광막(32)을 형성한다.

또한, 도 5a 내지 도 5c는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타낸다. 도 6a 내지 도 6c는 도 4의 Ⅵ
-Ⅵ선으로부터 본 단면부의 제조 공정을 나타낸다.
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이하, 도 5a 내지 도 5c 및 도 6a 내지 도 6c에 따라 상기 투과형 액정 표시 장치의 제조 방법을 설명한다. 또, 이 투과
형 액정 표시 장치의 제조 방법은 하층 차광막(32), 절연막(33)을 제외하고 실시예 1의 제조 방법과 동일하다.

    
우선, 도 5a 및 도 6a에 나타낸 바와 같이 유리 또는 석영으로 이루어진 투광성 기판(31)상에 감압 CVD법에 의해 10
0㎚ 정도로 다결정실리콘막을 형성한다. 이어, 100㎚ 정도의 WSi를 퇴적한 후 패터닝하여 하층 차광막(32)을 형성한
다. 이러한 실시예 2에서는 하층 차광막(32)에 다결정실리콘막과 WSi의 적층구조가 제공된다. 그러나, Cr, W, Mo, T
a 및 Ti 등의 금속막 또는 그 금속의 실리사이드막 또는 이들 금속막, 실리사이드막의 하측에 다결정실리콘을 갖는 적
층 구조(소위 폴리사이드)를 사용해도 좋다.
    

다음, 도 5b 및 도 6b에 나타낸 바와 같이 하층 차광막(32)이 형성된 투광성 기판(31)상의 전면에 500㎚ 정도로 SiO

2를 퇴적시킨 후 절연막(33)을 형성한다.

다음, 도 5b 및 도 6b에 나타낸 바와 같이 절연막(33)상에 감압 CVD법에 의해 75㎚ 정도로 비정질 실리콘을 퇴적한다. 
이어, N2분위기에서 600℃, 24시간 동안 가열처리하여 다결정실리콘으로 결정화한 후 아일랜드 형으로 패터닝하여 다
결정실리콘막(34)을 형성한다.

다음, 도 5c 및 도 6c에 나타낸 바와 같이 레지스트패턴을 마스크로서 사용하여 다결정실리콘막(34)상의 보조 커패시
턴스 전극 영역(34d)에 인을 이온주입한다. 다음, 감압 CVD법에 의해 80㎚ 정도로 SiO 2를 성막하여 게이트 절연막(
35)을 형성한다. 다음, 상기 게이트 절연막(35)상에 게이트 배선(36)(게이트 전극부 36A를 포함)과 보조 커패시턴스 
배선(37)(보조 커패시턴스 전극부 37A를 포함)을 동시에 형성한다. 상기 게이트 배선(36), 보조 커패시턴스 배선(3
7)은 불순물을 도핑한 150㎚ 정도의 두께를 갖는 다결정실리콘막과 그 다결정실리콘막상에 150㎚ 정도의 두께를 갖는 
WSi층을 적층한 것을 사용한다. 또한, WSi/다결정실리콘의 적층구조 대신 Cr, W, Mo, Ta 및 Ti 등의 금속막 또는 그 
금속의 실리사이드막 또는 이 금속막이나 실리사이드막의 하측에 다결정실리콘을 갖는 적층구조(소위 폴리사이드)를 
사용해도 좋다. 또한, 후술하는 불순물 활성화 어닐링을 저온 또는 레이저 등을 사용하여 국소적으로 실시하는 경우 A
1를 주성분으로 한 금속(AlSi, AlCu 또는 AlSiCu 등)을 사용할 수 있다.

다음, 다결정실리콘막(34)의 소스 영역(34b), 드레인 영역(34c)에 인을 이온주입한다. 다음, 상압 CVD법에 의해 60
0㎚ 정도로 BPSG(붕소-인 실리케이트 유리)를 퇴적하여 제 1 층간절연막(38)을 형성한다. 이어, 이온주입한 불순물
의 활성화를 위한 가열처리(950℃, 30분) 후, 다결정실리콘막(34)에 달하는 콘택트홀(51,52)을 각각 형성한다. 다음, 
스퍼터링법에 의해 150㎚/400㎚의 TiN/Al을 퇴적한 후 패터닝하여 신호 배선(39), 리드 전극(49)을 형성한다. 여기
서 신호 배선(39), 리드 전극(49)은 A1를 주성분으로 하는 것으로 AlSi, AlCu 및 AlSiCu 등이다. A1 대신, 차광가능
한 Cu, Cr, W, Mo, Ta 및 Ti 등의 금속막 또는 그 금속의 실리사이드막 또는 이들 금속막, 실리사이드막의 하층에 다
결정실리콘을 적층한 것이어도 좋다. 또한, ITO(화소 전극 59)과 Al(리드 전극 49) 사이에 위치한 배리어 금속(50)
(A1로 적층됨)으로서는 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo, TiW합금, WN, TiN 및. Ir, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo의 실리
사이드 중 적어도 하나의 성분을 함유하는 적층물이어도 좋다. 그 적층물 위에 플라즈마 CVD법에 의해 600㎚ 정도의 
SiO2를 성막하여 제 2 층간절연막(41)을 형성한다. 이어, 상기 제 2 층간절연막(41)상에 리드 전극(49)에 달하는 콘
택트홀(53)을 개구한다. 다음, 스퍼터링법에 의해 150㎚의 ITO를 퇴적한 후 패터닝하여 화소 전극(59)을 형성한다.

이러한 실시예 2의 투과형 액정 표시 장치는 실시예 1의 투과형 액정 표시 장치와 같은 효과를 갖는다. 반도체 박막(3
4)의 TFT(30)의 채널 영역(34a), 소스 영역(34b) 및 드레인 영역(34c)의 하층에 절연막(33)을 통해 하층 차광막(
32)을 형성함으로써 이면반사광을 차폐하여 고세밀화 할 수 있는 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

상기 실시예 1 및 2에서, 다결정실리콘막(2,34)을 신호 배선(7,39), 게이트 배선(4,36), 보조 커패시턴스 배선(5,37) 
및 리드 전극(17,49)으로 완전히 덮는다. 그러나, 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극으로부
터의 반도체 박막이 돌출한 돌출부는 빛이 투과되는 개구부의 면적에 대해 0.1 이하의 면적비를 가질 수 있다. 이 경우, 
인간의 눈에는 반도체 박막이 돌출되었는지 아닌지 구별할 수 없다.
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또한, 예컨대 도 7에 나타낸 바와 같이 신호 배선(61)과 게이트 배선(62)으로 둘러싸인 개구부(63)가 1변 A를 갖는 
정방형(면적 S=A2 )으로 가정하여 4변 중 2변에서 폭 W의 반도체 박막의 돌출부(64)가 있다고 하면, 반도체 박막의 
돌출부(64)의 면적은 2AW가 된다. 이 면적이 빛이 투과되는 개구부(63)의 면적 S의 10%이하이면,

로 되고, 따라서 허용된 돌출폭 W는

로 나타낼 수 있다. 이 조건을 만족하도록 반도체 박막의 돌출부(64) 중 돌출폭 W를 고정함으로써 반도체 박막이 돌출
되었는지 아닌지 인간의 눈으로 구별할 수 없게 된다.

또한, 상기 실시예 1, 실시예 2에서 TFT(l0,30)을 사용한 투과형 액정 표시 장치에 관해서 설명하지만, 다결정실리콘
막의 게이트 전극에 해당하는 영역 양측에 저농도 불순물 영역을 갖고, 오프 전류를 감소시킬 수 있는 LDD(lightly d
oped drain)형의 TFT를 사용할 수 있다. 또한 오프 전류를 감소시킬 수 있는 다른 구조의 TFT를 사용해도 본 발명의 
본질은 변하지 않는다.

이상에서 분명히 밝혀진 바와 같이 본 발명의 투과형 액정 표시 장치에 의하면 간소한 구성으로 개구율을 손상하지 않
고 효과적으로 차광할 수 있는 액정 표시 장치를 얻을 수 있고, 짧은 공정을 통해 고수율 및 저비용으로 투과형 액정 표
시 장치를 제조할 수 있다. 또한, 개구율에 영향을 주지 않고 이면 반사광의 차폐가 가능하며 고세밀화하더라도 충분히 
밝은 투과형 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

본 발명은 이상과 같이 기재되어 있지만, 본 발명은 많은 방법으로 변화될 수 있음은 명백하다. 그러한 변화는 본 발명
의 정신과 범위로부터 일탈하는 것으로는 간주되지 않고, 당업자에 자명한 변경은 모두 이하의 청구범위 내에 포함되는 
것으로 해석된다.

    발명의 효과

본 발명에 따른 투과형 액정 표시 장치는 개구율을 손상하지 않고 효과적으로 차광하여 반사광 이면을 차폐함으로써 고
세밀화될 수 있으며, 간소한 구성을 갖고, 짧은 공정을 통해 저비용 및 고수율로 제조될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

투과성 기판상에 게이트 배선, 상기 게이트 배선에 직교하는 신호 배선, 상기 게이트 배선에 거의 평행하게 상기 신호 
배선에 직교하는 보조 커패시턴스 배선, 상기 신호 배선에 소스 영역 또는 드레인 영역 중 하나가 접속된 박막 트랜지스
터, 상기 박막 트랜지스터의 소스 영역 또는 드레인 영역 중 다른 하나가 리드 전극을 통해 접속된 화소 전극으로 형성
된 액정 표시 장치에 있어서,

상기 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극은 차광재료로 이루어지고,

상기 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극의 하측에 절연막을 통해 상기 화소 전극마다 반도체 
박막을 형성하며,
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상기 신호 배선의 하측 및 상기 게이트 배선 하측에 위치하고 상기 반도체 박막에 속하는 영역을 상기 박막 트랜지스터
의 채널 영역으로 하고, 상기 신호 배선의 하측 및 상기 채널 영역 양측에 위치하는 상기 반도체 박막에 속하는 영역을 
각각 상기 박막 트랜지스터의 소스 영역 및 드레인 영역으로 하며, 상기 보조 커패시턴스 배선 하측에 위치하고 상기 반
도체 박막에 속하는 영역을 보조 커패시턴스 전극 영역으로 하는 것을 특징으로 하는 투과형 액정 표시 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 신호 배선, 게이트 배선, 보조 커패시턴스 배선 및 리드 전극으로부터 돌출한 상기 반도체 박막 
돌출부가 빛이 투과되는 개구부 면적에 대해 O.1이하의 면적비를 갖는 장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 상기 반도체 박막 중 적어도 상기 박막 트랜지스터의 채널영역을 포함하는 영역을 덮도록 상기 반도
체 박막의 하측 및 상기 투광성 기판상에 형성된 하층 차광막을 더 포함하는 장치.

청구항 4.

제 3항에 있어서, 상기 게이트 배선과 상기 보조 커패시턴스 배선 사이에 위치하는 영역을 덮도록 상기 투광성 기판상
에 형성된 하층 차광막을 갖는 장치.

청구항 5.

제 1항에 있어서, 상기 반도체 박막의 상기 소스 영역 또는 상기 드레인 영역 중 하나가 상기 신호 배선과 접속하는 제 
1 콘택트홀, 상기 반도체 박막의 상기소스 영역 또는 상기 드레인 영역 중 다른 하나가 상기 리드 전극과 접속하는 제 
2 콘택트홀, 상기 리드 전극과 상기 화소 전극을 접속하는 제 3 콘택트홀을 갖고,

상기 신호 배선은 상기 제 1 콘택트홀, 상기 반도체 박막의 소스 영역, 채널 영역, 드레인 영역 및 보조 커패시턴스 전
극 영역, 상기 제 2 콘택트홀, 상기 리드 전극, 상기 제 3 콘택트홀을 통해 상기 화소 전극에 전기적으로 접속되는 장치.

청구항 6.

제 1항에 있어서, 상기 게이트 배선 및 상기 보조 커패시턴스 배선이 동일 재료인 장치.

청구항 7.

제 1항에 있어서, 상기 신호 배선과 상기 리드 전극이 동일 재료인 장치.

청구항 8.

제 1항에 있어서, 상기 리드 전극은 주성분이 A1의 박막이고, 상기 리드 전극상에 Ir, Ru, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo, T
iW합금, WN, TiN 및 Ir, Cr, Co, Ta, Ti, W, Mo의 실리사이드 중 적어도 하나의 물질을 함유하는 막층인 장치.
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专利名称(译) 透射式液晶显示器

公开(公告)号 KR100380892B1 公开(公告)日 2003-04-18

申请号 KR1020000044849 申请日 2000-08-02

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 UEDA TOHRU
우에다토루
HIGAMI YOSHINORI
히가미요시노리

发明人 우에다토루
히가미요시노리

IPC分类号 G02F1/1362 G09F9/30 H01L29/786 G02F1/136 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/136209 G02F1/1368

代理人(译) LEE，金泰熙

优先权 1999221055 1999-08-04 JP

其他公开文献 KR1020010021188A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在透射型液晶显示装置中，为信号布线下方的每个像素形成半导体薄
膜，栅极布线，辅助电容布线和引线电极，它们通过绝缘膜由遮光材料
制成。将属于半导体薄膜并位于信号布线下方和栅极布线下方的区域用
作TFT的沟道区域。将属于半导体薄膜并位于信号布线下方的沟道区域
两侧的区域分别用作TFT的源区和漏区。此外，使属于半导体薄膜并位
于辅助电容布线下方的区域用作辅助电容电极区域。通过简单的结构，
TFT在不损害透射型液晶显示装置的开口率的情况下被有效地遮蔽，并
且通过短的工艺以低成本高产率地制造透射型液晶显示装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a511fa6a-4ecf-4df0-911c-3f9d94f450f4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/016760799/publication/KR100380892B1?q=KR100380892B1

